S-113.2110 Materiaalitieteen perusteet Tentti 9.1.2007

45 1. Selvitd lyhyesti

75

(a) Gibbsin faasisddntd (1p)

(b) Atomien viliset primédirisidokset (1p)

(c¢) Valenssielektronien yhteys materiaalin reaktiivisuuteen? (1p)
(d) Vetysidos (1p)

(e) Seostuksen vaikutus kuparin sdéhkénjohtavuuteen (1p).

2. Selvitd kuvan 1 avulla, mitd tapahtuu, kun kaksi ohuella tinalla (esim. 2 pum)
pinnoitettua 100 pwm paksua kuparilevyd (johdinta) asetetaan tinapuolet vastakkain
lampdétilaan 250 °C. Piirrd poikkileikkausrakenteesta otettu kuparipitoisuus etdisyyden
funktiona ajanhetkelld: a) 5 s ja b) 100 min ja nimed rakenteessa mahdollisesti
esiintyvit reaktiotuotekerrokset. Minkélainen rakenne on #édrettdmén pitkdn ajan
kuluttua? Tilanne hetkelld t = 0 on esitetty kuvassa 1. (5p).
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Kuva 1.

%5 3. (a) Materiaalien murtumat voidaan jakaa kahteen pdftyyppiin. Mitkd ndmé ovat?

Nimed ainakin kolme tekijdd jotka voivat muuttaa materiaalin murtumistyyppid em.
kahden p#dtyypin valilld (3p).

(b) Erddn polymeerin murtumissitkeys on 1.65 MPa m” ja kiyton aikana materiaaliin
vaikuttaa 30 MPa jinnitys. Mikd on suurin sallittu sdrén pituus polymeerin sisélld ja
sen pinnassa? (2p)



4 4. (a) Selvitd lyhyesti limmonjohtumisen mekanismit kiinteissd aineissa, nesteissé ja
kaasuissa. Miti tarkoitetaan nk. kontaktivastuksella johtumisen yhteydessd? (2p)
(b) Chipin tuottama ldmpd (12W) siirtyy komponentin kotelon lipi ympirdivddn
‘ilmaan (T=25°C), chipilti koteloon johtumalla ja kotelolta ympérdiddén ilmaan
konvektiolla. Kokonaisldmpdresistanssi Reong chipin ja kotelon vililld on 8K/W.
Limpdvuo komponentin ja kotelon vililld saadaan yhtdldstd qeond = (Tehip=Tease)/Reond -
Jdadhdytysilmalle altistuva kotelon pinta-ala on 0.004 m’ ja konvektion
limmdnsiirtokerroin h = 75 W/m**K. Konvektion limpovuo saadaan puolestaan
yhtildstd qeony = hA(Tease-Tair). Séteilyn vaikutusta ei tarvitse huomioida tdssd
tehtdvissi.) (vihje:kyseessd on tasapainotilanne).
(i) Laske toiminnassa olevan chipin limpétila, kun limpdgradientit chip ja kotelon
sisélld jatetddn huomiotta.
(ii) Chipin jddhdytystd tehostetaan jddhdytysrivan avulla. Tallgin jadhdytyspinta-
alaksi saadaan 0.04 m’. jddhdytysripa on valmistettu hyvin ldmp&d johtavasta
materiaalista (esim Cu), joten sen limpdresistanssi voidaan jittdd huomiotta. Miké on
t4lldin chipin ldmpétila? (huom. konvektion limménsiirtokerroin ei muutu) (3p).

5 5. Vastaa seuraaviin kysymyksiin
(a). Ao. kuvassa on esitetty tinan Pourbaix- diagrammi. Selvitd mitd kuvan katkoviivat
kuvaavat seki missi alueissa tina on immuunitilassa, passiivitilassa ja korroosiotilassa
(2p). (SnHy:n voi jattdd huomiotta).
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(b) Selvitd ao. kuvan avulla miten platinan tai kullan kytkeminen galvaanisesti
sinkkiin vaikuttaa sinkin korroosionopeuteen.(3p)
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